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10． ポ イ ン トコ ン タ ク ト法 に よ る 量 子 ト ン ネ ル 効果

　　　の 実験的研究

井　上 　優　一

　単結晶 試料の ト ン ネ ル 実験 を行なえ る よ うに ， ポ イ ン ト コ ン タ ク ト ・トン ネ ル 法 を用 い
，

　 ・ コ ン タ ク トの 条件 を外 部か ら調節可能

　 Q 同 じサ ン プ ル で条件 をか え て 何度もコ ン タ ク トが 可能

　 ・ 種々 の 物質 を共通 の 方法で 測定可能

とい っ た特徴 を もっ た 装置 を製作 した 。

　こ れ を用い て， Nb − NbO
．

− In 接合及び A 卜 AIO
．

− PbTe ，　 PbTe （Tl ）接合の トン ネ ル 特

性 を測定 し て ， Nb − NbO ガ In接合で は ， 超 伝導 エ ネル ギーギ ャ ッ プ
，　dNb　＋　AI

．
， 4Nb− 4 。

，

d
エ．

（D ．P ．T ）や ，　 Nb 及び In の フ ォ ノ ン に よ る構造 を観測 し ，　 At − AIOiPbTe ．　 PbTe

（Tl）接合 で は ，
コ ン ダ ク シ ョ ン バ ン ド及 びパ レ ン ス バ ン ドの バ ン ドエ ッ ジ ，　 Tl の 不純物に

よ る ピ
ー

ク等 を観測 した 。

11 ． narrow 　gap 半導体 PbTe （TI ）エ ピ タ キ シ ャ ル 成長

　　　単結晶薄膜 の キ ャ リヤ
ー

特性 に つ い て の 実験的 研究

村　上 　博　成

　本研究の 目的は ， narrow 　gap 半導体 PbTe に少 量の Tt を ドープ し，　 PbTe の 伝導電子 の

不準物準位 に よ る共 鳴散乱 と超 伝導の か か わ りを定量的に 追求 す る こ とに あ る。

　 そ の た め に ， PbTe 及 び Pb ’Ve （TD の エ ピタキ シ ャ ル 成長 させ た単結晶薄膜 を作製す る こ

とを考え ， そ の 手段 とし て ホ ッ トウォ
ール エ ピタ キ シ ャ ル 装置 を用 い た 。 こ の 蒸着装置に よ っ

て数多 くの 予備実験 を重 ね ， そ の 結果 ， BaF2 ［111 ］単結晶基板上に蒸着 された PbTe 薄膜

は ， Laue 法 及 び エ ネ ル ギ ー分散型 X 線回折法 に よ り解析 した結果 ， 基板 に 対 して エ ピタ キ シ

ヤ ル に成長 した単結晶薄膜で ある こ とが確認 され た 。 こ の 結果 ， こ れ に Tl を ドープ した試料

を作製 し ， これ ら作製 した 試料の キ ャ リヤ
ー特性 を測定 した 。
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